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Дана робота присвячена проблемі прогнозування кінетичних 

властивостей домішкових напівпровідникових кристалів. Ця проблема 
дуже залежна від проблеми розрахунків, або експериментального 
визначення приведеного хімічного потенціалу досліджуваних кристалів. В 
теорії кінетичних властивостей кристалів приведений хімічний потенціал 
можна розрахувати за допомогою класичного рівняння нейтральності, яке 
має своїми коефіцієнтами концентрації домішкових донорних Nd і 
акцепторних Na атомів та їх енергії активації Ed, Ea [1]. Проте, як показано 
в роботах [2,3] класичне рівняння нейтральності має обмежене 
застосування і його можна застосовувати до кристалів з невиродженими 
або слабко виродженими носіями струму. В цитованих роботах показано, 
що в кристалах з виродженими носіями струму потенціали іонізованих 
домішків стають екранованими, а рівняння нейтральності повністю змінює 
свою форму і свої аналітичні властивості.   

Ефект екранування може призводити до повної іонізації домішкових 
некомпенсованих атомів, а тоді у відсутності власних переходів 
концентрація носіїв струму в кристалі буде постійною і вони будуть 
виродженими. 

Критична концентрація некомпенсованих домішків NaNd − , при 
якій виникають ефекти екранування, описується такою формулою: 
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В цій формулі всі позначення - загальноприйняті.  
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